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[57]申請專利範圍
1.　一種複合式場發射源的製作方法，包括：使用射頻磁控濺鍍法(RF magnetron sputtering)
進行一第一階段成膜製程，以於一基板上形成一奈米結構膜，其中該奈米結構膜是由多

個奈米石墨壁構成的花瓣狀結構；以及進行一第二階段成膜製程，以增加在該奈米結構

膜上的碳沉積量。

2.　如申請專利範圍第 1項所述之複合式場發射源的製作方法，其中該第二階段成膜製程包
括熱沉積製程。

3.　如申請專利範圍第 2項所述之複合式場發射源的製作方法，其中該熱沉積製程包括熱化
學氣相沉積法(thermal CVD)或低壓化學氣相沉積法(LPCVD)。

4.　如申請專利範圍第 3項所述之複合式場發射源的製作方法，其中該熱化學氣相沉積法的
溫度在 600℃~800℃之間。

5.　如申請專利範圍第 3項所述之複合式場發射源的製作方法，其中該熱化學氣相沉積法的
時間在 5~20分鐘。

6.　如申請專利範圍第 3項所述之複合式場發射源的製作方法，其中該熱化學氣相沉積法的
氣體包括氨氣以及含碳氣體。

7.　如申請專利範圍第 6項所述之複合式場發射源的製作方法，其中該含碳氣體包括乙炔。
8.　如申請專利範圍第 1項所述之複合式場發射源的製作方法，其中該第二階段成膜製程包
括電漿沉積製程。
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9.　如申請專利範圍第 8項所述之複合式場發射源的製作方法，其中該電漿沉積製程包括射
頻磁控濺鍍法、電漿輔助化學氣相沉積法(PECVD)或微波電漿輔助化學氣相沉積法
(MPCVD)。

10.   如申請專利範圍第 1項所述之複合式場發射源的製作方法，其中當該第二階段成膜製程
使用與該第一階段成膜製程相同的製程設備與氣體時，該第二階段成膜製程的溫度高於

該第一階段成膜製程的溫度。

11.   如申請專利範圍第 1項所述之複合式場發射源的製作方法，其中該些奈米石墨壁的高度
為微米級以及厚度為奈米級。

12.   如申請專利範圍第 1項所述之複合式場發射源的製作方法，其中該第一階段成膜製程的
溫度在 350℃~500℃之間。

13.   如申請專利範圍第 1項所述之複合式場發射源的製作方法，其中該第一階段成膜製程的
時間在 5~60分鐘。

14.   如申請專利範圍第 1項所述之複合式場發射源的製作方法，其中該第一階段成膜製程的
壓力在 5~15 mtorr。

15.   如申請專利範圍第 1項所述之複合式場發射源的製作方法，其中該第一階段成膜製程的
功率在 75W~200 W之間。

16.   如申請專利範圍第 1項所述之複合式場發射源的製作方法，其中該第一階段成膜製程的
氣體包括惰性氣體、氫氣以及含碳氣體。

17.   如申請專利範圍第 1項所述之複合式場發射源的製作方法，其中該基板包括半導體基板
或玻璃基板。

18.   一種複合式場發射源，是形成於一基板上的一奈米結構膜，其中該奈米結構膜是由多個
奈米石墨壁構成的花瓣狀結構，且該奈米結構膜更包括：多個奈米珊瑚狀結構，成長於

該花瓣狀結構上。

19.   如申請專利範圍第 18項所述之複合式場發射源，其中該奈米結構膜的該花瓣狀結構與該
些奈米珊瑚狀結構的高度差為微米級。

20.   如申請專利範圍第 18項所述之複合式場發射源，其中該奈米結構膜的該花瓣狀結構的高
度為微米級。

21.   如申請專利範圍第 18項所述之複合式場發射源，其中該奈米石墨壁的厚度為奈米級。
22.   如申請專利範圍第 18項所述之複合式場發射源，其中該基板包括金屬基板、半導體基板

或陶瓷基板。

圖式簡單說明

圖 1是依照本發明之第一實施例之一種複合式場發射源的製作流程步驟圖。
圖 2是根據第一實施例之方法和使用一階段式的成膜製程所製作的複合式場發射源之電

性量測曲線圖。

圖 3A為實驗例 1之複合式場發射源的掃瞄式電子顯微鏡(SEM)照片。
圖 3B為圖 3A的局部放大 SEM照片。
圖 4為重複實驗例 1所得到的複合式場發射源之 SEM照片。
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